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Esta invencidén se refiere a métodos en los que se
deposita electroliticamente plata sobre piezas de trabajo y
a bafios para la deposicidén electrolitica de plata.

De acuerde con esta invencidn, se deposita electro
1{ticamente plata sobre una pieza de trabajo utilizando la
pieza de trabajo como cdtodo en un bafio de chapado electro-
1itico acuosc que contiene XH,PO,, Y2HP04 ¥ ZAg(CN)z, donde
X, ¥ y Z2 son sodie, potasio o amonio y el pH del bafio estd
comprendido entre 6,8 y 7,2, Un bafio de acuerdo con una ca-
racterf{stica adicional de esta invencién comprende una solu-
‘¢ién acuoss a un pH comprendido entre 6,8 ¥y 7,2 que contiene
XH2P04, Y,HPO, ¥ ZAg(CN)2 donde X, Y y 2 son sodio, potasic
0 amonio,

Los métodos y bafios de chapado electrolitico pue-
den clasificarse convenientemente como un método y bafio pa-
ra depositar electroliticamente une denominada capa "de cho-
que", 1 método y bafio de chapado de baja velocidad y un mé-
todo y bafio de chapado de alta veloecidad: De los tres tipos,
cada tuno dé ellos se utiliza en circunstancias diferentes.
Esta invencldn proporciona métodos y baflos de los tres tipos
¥ es ventajoso que la dnica variacién entre los tipos reside
en la concentracidén de los ingredientes en los bafios de cha-
pado, Adielonalmente, como los ingredientes son los mismos
en todos los casos, no hay ningin problema en el transporte
de los ingredientes de un ballo a otro cuando se desplaza una
pieza de trabajo desde un bafio de choque a un bafio de alta
velocidad; a menudo es necesario proporcionar una capa de

choque sobre una pieza de trabajo antes que pueda formarse

el depbsito electrolftico principal, y es inconveniente te-
ner que enjuagar la pieza de trabajo cuidadosamente antes de
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transferirla al bafio de alta velocidad, lo cual puede ser
necesario si los ingredientes de los dos bafios son incompa-
tibles. Los bafios de esta invencidén no contienen ningin cig
nuro libre. ‘

Los depdsitos de plata obtenidos de acuerdo con la
invencién poseen propiedades satisfactorias y son adecuados
para uso en aplicaciones de circuitos integrados y microeleg
trénicas. Los depsitos son de baja porosidad y son dlctiles
y blandos, Yteniendo valores Knoop (bajo una carga de 25 gra-
mos) comprendidos entre 80 y 100 en la mayoria de los casos.
Los depbsitos tienen une adhesién satisfactoria a la pieza
de trabajo, medida por el ensayo de la ¢inta adhesiva, y no
se produce sustancialmente exfoliacibén alguna para una fle-
xién de 1809, .

Los tres tipos de baflo y método pueden caracteri-
zarse por la concentracidén de PO4 ¥y de plata en el bafio, Un
bafio de choque tiéne una concentracidn de P0, de hasta 30
gramos/1itro y una concentracidn de plata de 1,9 a 3,8 g/1.
Para un baflo de vaja velocidad, las concentraciones son 30 a
60 &/1 v 1,5 a 15 &/l respectivamente, y para un baiio de al-
ta velocidad son de 60 a 90 g/1 y de 15 a 38 g/1. Puede ob-
tenerse una capa de choque de plata por deposicién durante
entre 5 y 20 segundos con el bafio a la temperatura ambiente.
Un bafio de baja velocidad debe operarse a entre 50 y 85¢cC,
con una densidad de corriente en la pieza de trabajo compren
dida entre 0,5 y 3,0 Adc (amperios por decimetro cuadrado).
Un bafio de alte velocidad debe operarse a entre 60 y 90¢C,
estando comprendida en este caso la densidad de corriente

entre 5,5 y 44 Adc.
Los bafios de esta invencidn se pueden preparar y
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rellenar de diversas maneras., El bafio tiene que contener fos
fatos monobdsicos y dibédsicos, y estos dos fosfatos se pue~
den introducir en el bafio como tal (y el fosfato dibdsico
puede encontrarse en forma anhidra o en forme trihidratada)
6 bien puede formarse la mezela in situ por introduccidén de
uno cuvalquiera de los fosfatos como tal y ajuste del pH de
la solucidén al intervalo requerido de 6,8 2 7,2 con hidréxi-
do de sodio, potasio o amonio o con dcido fosférico. La pro-
porcién de la sal monobédsica a la sal dibdsica en el caso de
que se afiadan las dos como tales sin ajuste subsiguiente del
pH debe ser 1:2 en el caso de sales potdsicas anhidras, y
1:2,6 en el caso de que la sal monobdsica sea fosfato potd-
sico anhidro y la sal dibdsica sea fosfato potdsico trihidra
tado., Se prefieren slempre las sales potdsicas. E1l hecho de
que los berios se pueden preparar o rellenar al pH correcto,
sin ajustey; por adicién de una mezcla de sales secas, cons-
tituye una gran ventaja y representa una caracteristice im-
portante de esta inveneidn,

El efluente procedente de los bafios puede menipu-
larse fdcilmente. Bl efluente se reduce en pH a 3,5-4,0 con
HPO, pare precipitar el monocianuro de plata (AgCN).

El precipitado puede tratarse después y volver a
ser utilizado para constituir un bafio nuevo simplemente por
adicién de cianuro de potasio (KCN) en solucidn.

Ejemplos de los bhafios preferidos de acuerdo con es
ta invencién se dan en las Tablas que siguen, junto con cier
tas condiciones de operacién:

TABLA I
BANO DE CHOQUE
Se prepara el bafio por disolucién de los ingredien
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tes siguientes en aguas
a) 12,5 a 25 g/1 de fosfato de potasio monobdsico anhidro
(KH2P04), ¥ o bien
b) 25 a 50 g/1 de fosfato de potasio dibdsico anhidro
(K,HPO,), o bien
c) 32,5a 65 g/1 de fosfato de potasio dibédsico trihidra~-
tado (KEHP04.3H20)
(siendo la proporcién de a:b como 1:2, o siendo la propor—
eién de atc como 1:2,6),

y 4) KAg(CN)2 en cantidad suficiente para proporcioner
1,9 & 3,8 g/1 de plata. Se 1lleva a cabo la deposicién elec~
trolitica a la temperatura ambiente durante entre 5 y 20 se
gundos, El VYoltaje aplicado podria estar comprendido entre
6 y 8 voltios, y no es necesario agitar el bafio, Los depdsi-
tos obtenidos son de aspecto gris mate.

TABLA II
BANO DE BAJA VELOCIDAD
Se prepara el bafio disolviendo los ingredientes si
guientes en agua: ‘
a) 25 a 50 g/1 de fosfato de potasio monobdsico anhidro
(KH,20,), ¥ 0 bien
b) 50 a 100 g/1 de fosfato de potasio dibdsico anhidro
(KH2P04), o bien
6) 65 a 130 g/1 de fosfato de potasio dibédsico trihidra-
tado (KéHP04.3Hé0) (siendo la proporeidén de a:b como
1:2, o siendo la proporeidén de asc como 1:2,6), ¥

d) KAg(CN)2 en cantidad suficiente para proporcionar 7,5
a 15 ¢/1 de¢ plata. El bafio debe hacerse funcionar a une tem
perature comprendida entre 50 y 852C y con una densidad de
corriente en la pieza de trabajo comprendids entre 0,5 y 3,0
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A/dma. Preferiblemente se agita el bafio enérgicamente, la
proporcidén de 4reas dnodoicdtodo es como minimo l:1 y el
énodo debe ser de platino.
TABLA III
BANO DE ALTA VELOCIDAD
Se prepara el bafio disolviendo los ingredientes si-
guientes en agua:
g) 35 a 75 g/1-de fosfato de potasio monobdsico anhidro
(KH2P04), ¥y o bien
b) 70 a 150 g/1 de fosfato de potasié dibdsico amhidro
(Kéﬂ?04), o bien
¢) 90 a 195 g/l de fosfato de potasio dibdsico trihidra-
tado (KZHPO4.3H2O) (siendo la proporcién de a:b como
1:2, o siendo la proporcién de a:c como 1:2,6), y
a) KAg(CN), en cantidad suficiente para proporcionar 15 a
38 g/1 de plata.
El bafio debe hacerse funcionar a una temperatura comprendida
entre 60 y 902C y con una densidad de corriente en la pieza
de trabajo comprendida entre 5,5 y 44 A/dm?, Preferiblemente
se agita el bafio endrgicamente; esto es particularmente im-
portente a densidades de corriente altas. También preferible
mente, el 4nodo es de platino, y la relacién de 4reas 4nodo:
cdtodo es como minimo 1l:1, '
Puede utilizarse dcido etilendiamintetraacético
(EDTA) como afinador del grano con los bafios de las Tablas
II y III, ewnque aguéllos pueden funcionar casi tan satisfac
toriamente sin este aditivo. Se sugieren cantidades de LITA
comprendidas entre 5 y 12 g/l.
Si ge forma en el bafio un material insoluble, éste
puede ser monocianuro de plata (AgCN) que se redisuelve inmg
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diataﬁente por adicién de pequefias cantidades de cianuro de
potasio (XCN), p.ej., 0,25 a 1,0 g/1.

Todos estos bafios son también féciles de comprobar
en cuanto al metal precioso o al electrolito; p.ej., la de-
terminacidén de PO4 requiere sélo un procedimiento simple, y
la concentiracién de plata se obtiene simplemente rebajando
el pH de una muestra alicuota a 3,5-4,0 con HPO3, pesando el
precipitado resultante, que es de AgCN y calculando como me- |
tal,

A continuacién se dardn algunos ejemplos de la in-
vencién:

Ejemplo 1 .

Se utilizé el bafio de chogie siguiente, sobre alea
ciones de base cobre:

&) Fosfato de potasio monobdsico (bhase anhi-

dra) (KH2P04) 15 g/1
b) Posfato de potasio divdsico (base anhidra)
K23?04 o bien . 35 &/1
c) Fosfato de potasio dibdsico (hidratado)
K HPO,43H,0 (sobre base trihidratada) 45 g/1
d) Plata como KAg(cN)2 2,5 g/1

Pare lag condiclones de funcionamiento, véase la
Tabla I .

Biemplo 2
Se utilizé el sigulente bafio de baja velocidad so-

bre aleaciones de bage cobre:
a) Fosfato de potasio monobdsico (anhidro)
KH2904 35 g/1
b) Fosfato .de potasio dibdsico (anhidro)
K HPO, 70 g/1




10

15

20

30

Hoja nam,

¢ bien
¢) Fosfato de potasio dibdsico (hidrata-
do) K2HPO4;3H20
d) Plata como KAg(CN)2
Condiciones de funcionamiento
Temperatura
pH
Anodos
Agitacidén
Proporcidén de dreas dnodo:cdtodo
Densidad de corriente

Ejemplo 3

Se utilizé el siguiente bafio de alta velocidad so-

bre aledciones de base cobre:

a) Posfato de potasio monobdsico (anhidro)

KH2?04
b) Fosfato de potasio dibdsico (anhidro)
o bien

¢) Fosfato de potamsio dibdsico (hidratado)

KéHPO4.3H20

d) Plata como KAg(CN)2
Condiciones de funcionamiento

Temperatura .
Densidad relativa (25¢C)
pH
Anodos
Agitacidn
Densidad de corriente

18106

85 g/1
11,25 g/1
608
7,0
Platino
Enérgica
1:1

0,5 a 3,0 Ade

50 g/1

100 g/1

130 g/1
25 &/1

T1eC
Minimo 17,0¢ Baumd
7,0

Platino
Enérgica
Hasta 21,5 ade
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RETVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que se jre- _
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patentc de
Invencidn en Espafia, por VEINIE afios son los que se recogen
en las reivindicaciones siguientes:

2,~ Un método para electrodepositay plata en el
que sé'deposita electrollticamente plata sobre una pieza Ge
trabajo, que comi:rende vbilizar la pieza de trabzjo como
cédbodo en um bafio de chapado electrol:@t'ico acuoso, carac-
terizado por el hecho de que el bhaflo contiene }[HzPO 4 Y21-E’0 y
Yy ZAg(Cﬁ)g, donde X, Y y % son sodio, pobtasio o amonio y el
pH del bafio estd comprendido’ entre 6,8 y 7,2,

28,~ Un método de acuerdo con la reivindicacidn
12, caracterizado por el hecho de que la concentracién o~
tal de PO, es de hasta 90 &/1 v la concentracién de plaba
estd comprendida entre 1,9 y 38 &1,

38,~ Un método de acuerdo con la reivindicacibn 28,
caracterizado por el hecho de que el bafio se prepara disol-
viendo en ague, a) 12,5 a 75 &/1 de fosfabo de potasio mono-
bésico anhidro (I';HZPO 4),' ¥y o.bien b) 25 a 150 g/1 de fosfa-
to de potasio dibAsico amhidro (K,HPO,), o ¢) 32,5 a 195 &/1
de fosfato de potasio dibésico trihidratado (K,HPO,.3H,0)
(siendo la proporcidén de aib como 1:2, o siendo la pronor-
cién de atc como 1:2,6), y 4) KAs(CK),, en cantided sufi-

ciente para proporcionar de 1,9 a 38 g/l de plata.
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48,~ Un método para electrodeposi’car plata,

Tal y como se ha descrito en la liemoria que antece

de y con los fines que se han especificado.

Esta lemoris consta de DIEZ hojas escritas a mé-

quina por wa sola cara.

:

Fadrid, 14 SE1.1377
P.A.

Fernando de Elzabury




	Bibliographic data
	Description
	Claims



